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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンベースの光変調デバイスであって：
　　入射光波信号の伝播を支持するためのシリコン光導波管と；
　　当該光導波管に沿って配置されて、電気ＡＣ変調信号を前記光導波管内に伝えて、伝
播する前記入射光波信号の特性を変調する変調素子と；
　　前記光導波管に沿って配置され、印加ＤＣ電圧に応答して温度変化の関数として前記
光導波管の屈折率を変調するように前記シリコン光導波管に伝達される熱を生成するシリ
コンベースの熱光学素子と；
を具えることを特徴とするシリコンベースの光変調デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、前記変調素子及び前記シ
リコンベースの熱光学素子が、前記光導波管の物理的に離れた部分に沿って配置されるこ
とを特徴とするシリコンベースの光変調デバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、前記変調素子及び前記シ
リコンベースの熱光学素子が、前記光導波管の同一領域に実質的に沿って配置されるとと
もに、電気絶縁体がそれらの間に配置されることを特徴とするシリコンベースの光変調デ
バイス。
【請求項４】
　請求項１に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、前記シリコンベースの熱
光学素子が抵抗ベースでシリコンベースの熱光学素子を具えることを特徴とするシリコン
ベースの光変調デバイス。
【請求項５】
　請求項４に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、前記抵抗ベースでシリコ
ンベースの熱光学素子が、関連するＤＣ電圧源と接続するための１対の等間隔な接触領域
を含む少なくとも１のドープシリコンの抵抗を具えることを特徴とするシリコンベースの
光変調デバイス。
【請求項６】
　請求項４に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、前記抵抗ベースでシリコ
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ンベースの熱光学素子が、関連するＤＣ電圧源と接続するための１対の等間隔な接触領域
を含むケイ化物の抵抗を具えることを特徴とするシリコンベースの光変調デバイス。
【請求項７】
　請求項１に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、当該シリコンベースの光
変調デバイスが集積型導波アームと空乏型導波アームとを含む干渉計を具えるとともに、
集積型変調素子と集積型のシリコンベースの熱光学素子が前記集積型導波アームと接続さ
れ、空乏型変調素子と空乏型のシリコンベースの熱光学素子が前記空乏型導波アームと接
続されることを特徴とするシリコンベースの光変調デバイス。
【請求項８】
　請求項７に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、前記集積型変調素子に与
えられる前記電気ＡＣ変調信号が、前記空乏型変調素子に与えられる前記電気ＡＣ変調信
号と独立していることを特徴とするシリコンベースの光変調デバイス。
【請求項９】
　請求項７に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、前記集積型のシリコンベ
ースの熱光学素子に与えられる前記ＤＣ電圧が、前記空乏型のシリコンベースの熱光学素
子に与えられる前記ＤＣ電圧と独立していることを特徴とするシリコンベースの光変調デ
バイス。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、当該シリコンベースの光
変調デバイスがシリコン－絶縁体－シリコン容量性のＳＩＳＣＡＰの光電子変調デバイス
を具えることを特徴とするシリコンベースの光変調デバイス。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、当該シリコンベースの光
変調デバイスがＰＮベースの光電子変調デバイスを具えることを特徴とするシリコンベー
スの光変調デバイス。
【請求項１２】
　請求項１に記載のシリコンベースの光変調デバイスにおいて、当該シリコンベースの光
変調デバイスがリング型共振器の変調デバイスを具えることを特徴とするシリコンベース
の光変調デバイス。
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